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f Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia, via Branze 38, 25123 Brescia, Italy. E-mail: fabrizio.torricelli@unibs.it
g Dipartimento Interateneo di Fisica ‘‘M. Merlin’’, Università degli Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’’, 70125 Bari, Italy
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